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FOTOTRANZYSTOR / BPXP 27

BPXP 27 jest krzemowym epilplenarnym fototranzystorem‘n-p-n

o bardzo duzej czuodci, Posiada wyprowadzanq bazg. Montowany
jest w obudowie plastikowej z soczewks. Znajduje zastosowanie
w uktadach automatyki sterowenia w przetwornikach enalogowo-

cyfrowych itp.
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Rys o1. Obudowa fotrenzystora BPLP 27

DOFUSZCZAINE PARAMETRY FEKSPLOATACYJNE

Napig¢cie kolektor-buza Uop = 70V
Napiceie kolektor-emiter ; : UCE = 50V :
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
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Natgzenie pradu It mh | 8 10 Uit = oV
jasnego : Ev = 10001x
Vi .
ib = 2856: K
Widmowy zakres
pracy AN /um 0,4= UCE = 5V
L 1,05
Drugobé fali
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Czas narastania = /us 2,0 5ieD IC = 6 mA
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Iys.3.Charakterystyka katowa czuXoscei BPXE 27



‘INoTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRON JWEJ
Al., Lotnikéw 32/46

02-668 Warszawa

tel. 43-54-01

tdox 815647

Cona 12 2% , Druk ZOINTE ITE zam. 59/82 n.200

PRAWO. REPRODUKCJ I ZASTRZEZONE



